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Изложены теоретические основы позитроники ионных кристаллов, полупроводников и металлов, на которых базируется новый метод исследований электронной и дефектной структуры твердого тела - аннигиляция позитронов. Развитые теоретические представления о позитронных состояниях, позитронных процессах и позитронной аннигиляции использованы для интерпретации экспериментов по аннигиляции позитронов в полупроводниках, ионных кристаллах и металлах. Особое внимание уделено вопросам применения метода аннигиляции для исследований электронной и дефектной структуры этих объектов. 

Представляет интерес для широкого круга научных работников, занимающихся методами исследований строения вещества.
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